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DIMEMSIONS
SYMBOL
MIN, NOM, MAX,
A 4.83 5.02 521
Al 2.29 241 2.54
AZ 191 2.00 216
B 1.07 1.20 1.28
b 1.07 1.20 1.33
b1 2.30 2.67 2,04
b2 2.39 2.67 2.84
b3 1.07 1.30 1.60
bd 1.07 1.30 1.50
b5 2.39 2.53 269
bé& 2.39 2.53 2.64
c 0.55 0.60 0.68
cl 0.55 0.60 0.65
D 23,30 23,45 23,60
D1 16.25 16.55 17.65
D2 0.95 1.19 1.25
E 15.75 15.94 16.13
E1 13.10 14.02 1415
E2 3.68 4.40 510
E3 1,00 145 1.90
E4 12.38 13.26 1343
- 2.54 BSC
el 5.08 BSC
L 17.3 17.57 17.82
L1 397 4.19 4.37
Lz 2.35 2.50 265
apP 3.51 3.61 3.65
@P1 7.19 REF.
[»] 549 579 6.00
s 6.04 617 6.30
b’ b2.b4,b6
l +
(o) cl
l i
(b,blb3,b5>
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